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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  遮光層を形成することによりコントラストを
向上させるとともに、遮光層を形成するための製造コス
トを極力抑制する。
【解決手段】  前面側基板２１０上のＴａ層２１２に、
反射性遮光部２１２ａと、これと分離した素子形成部２
１２ｂとを設け、その上に絶縁層２１７を形成する。反
射性遮光部２１２ａには画素領域に対応してスリット２
１２ｘ，２１２ｙが形成され、複数部分に分割されてい
る。これらのスリット２１２ｘ，２１２ｙは、絶縁層２
１７を介してＣｒ層２１３の一部である配線部２１３ａ
に拡幅状に設けられた被覆部２１３ｄ，２１３ｅによっ
て覆われている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  前面側及び背面側基板と、該前面側及び
背面側基板の間に配置された液晶層とを備え、
前記液晶層とその両側に配置された電極とからなる複数
の画素領域を有し、
前記前面側及び背面側基板の一方には、その内面上に形
成された表面構造中に設けられた前記電極に接続された
能動素子を備え、
前記能動素子は第１導電体と第２導電体とが絶縁膜を介
して接合された構造を有し、
前記第１導電体と同一層により形成され前記画素領域間
に配置された遮光層が設けられていることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項２】  前記遮光層は、前記表面構造中に設けら
れた前記電極及びこれに接続された配線に対して絶縁層
を介して絶縁されていることを特徴とする請求項１に記
載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記遮光層は、前記電極の外縁部に対し
て平面的に重なり合うように形成されていることを特徴
とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記遮光層と前記配線とが少なくとも一
部において前記絶縁層を介して重なり合うように形成さ
れていることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載
の液晶表示装置。
【請求項５】  前記遮光層は、前記画素領域に対応する
所定位置で分割された平面パターンにて形成されている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項
に記載の液晶表示装置。
【請求項６】  前記遮光層は、前記画素領域の周囲に形
成された部分が隣接する他の画素領域の周囲に形成され
た部分に対して分離された平面パターンにて形成されて
いることを特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】  前記所定位置を前記配線が平面的に覆う
ように構成されていることを特徴とする請求項５又は請
求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記絶縁層及び前記液晶層の背面側に配
置され、前記画素領域から入射する光を反射する反射面
を有し、前記絶縁層は、前記画素領域内にも形成された
透明絶縁層であるとともに透過光に対する光散乱機能を
有することを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装
置。
【請求項９】  前面側及び背面側基板と、該前面側及び
背面側基板の間に配置された液晶層と、前記前面側及び
背面側基板の一方の内面上に形成された第１導電体と第
２導電体とが絶縁膜を介して接合されてなる能動素子と
を備え、前記液晶層とその両側に配置された電極とから
なる複数の画素領域を有する液晶表示装置の製造方法に
おいて、
前記第１導電体を形成する際に、前記第１導電体と同一
層の部分を前記画素領域間に配置された遮光層として分*
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*離形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項１０】  前記遮光層の表面上に絶縁層を形成
し、該絶縁層の表面上に前記能動素子が接続された配線
を形成することを特徴とする請求項９に記載の液晶表示
装置の製造方法。
【請求項１１】  前記第１導電体を形成する際に、前記
遮光層を、前記画素領域に対応する所定位置にて分割し
た平面パターンに形成することを特徴とする請求項９又
は請求項１０に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１２】  前記第１導電体及びこれに通電するた
めの通電路が相互に接続されてなる通電パターンを形成
する工程と、前記通電路を介して前記第１導電体の表面
を陽極酸化して前記絶縁膜を形成する工程と、その後、
前記通電パターンから前記第１導電体と前記遮光層とを
分離形成する工程とを有することを特徴とする請求項９
乃至請求項１１のいずれか１項に記載の液晶表示装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置及びそ
の製造方法に係り、特に、能動素子を有する液晶表示装
置として好適な装置構造並びにその製造技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来から複数の画素領域毎に能動素子
（アクティブ素子）を設けたアクティブマトリクス型の
液晶表示装置が用いられている。能動素子としては、Ｔ
ＦＴ（薄膜トランジスタ）等の３端子非線形素子やＭＩ
Ｍ（金属－絶縁体－金属）素子その他のＴＦＤ（薄膜ダ
イオード）等の２端子非線形素子が知られている。
【０００３】図８にはＭＩＭ素子を備えた液晶表示装置
１００の構成例を模式的に示す。この液晶表示装置１０
０は、１枚偏光板方式の反射型の液晶表示装置を構成す
るものであり、ガラスやプラスチック等からなる前面側
基板１１０と背面側基板１２０との間にＴＮモードのネ
マチック液晶等からなる液晶層１３０が封止され、前面
側基板１１０の外面上に位相差板１４０及び偏光板１５
０が順次貼着されたものである。
【０００４】前面側基板１１０の内面上には、酸化タン
タルからなる下地層１１１、Ｔａからなりその表面に陽
極酸化法等により形成された絶縁膜（図示せず）を有す
るＴａ層１１２、ＣｒからなるＣｒ層１１３及びＩＴＯ
等からなる画素電極１１４が形成され、これらの上にＳ
ｉＯ
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等からなるオーバーコート層１１５及びポリイミ

ド樹脂等からなる配向膜１１６が形成されている。上記
Ｔａ層１１２には、図７に示すように図示縦方向に延伸
した配線下地部１１２ａと、これに対して分離された素
子形成部１１２ｂとが設けられている。また、上記Ｃｒ
層１１３には、配線下地部１１２ａの上に重なるように
形成された配線部１１３ａと、この配線部１１３ａに接
続され画素領域Ｇ毎に設けられた素子接続部１１３ｂ
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と、上記素子形成部１１２ｂ上に交差するように形成さ
れているとともに上記画素電極１１４の下に導電接続さ
れた状態で重なる素子連結部１１３ｃとが設けられてい
る。
【０００５】背面側基板１２０の内面上には、Ａｌ等か
らなる反射層１２１、染料や顔料を含む樹脂からなる着
色層１２２、透明樹脂等からなる保護層１２３、ＩＴＯ
等からなる透明電極１２４及びポリイミド等からなる配
向膜１２５が順次形成されている。
【０００６】この液晶表示装置１００においては、外光
が偏光板１５０を透過することによって直線偏光とな
り、位相差板１４０を透過することにより例えば右回り
楕円偏光となり、液晶層１３０を通過して反射層１２１
で反射された後に再び液晶層１３０を通過してきたとき
に画素領域の液晶に対する電界印加状態に応じて反射光
が右回り若しくは左回りの楕円偏光になる。その結果、
位相差板１４０を通過したときの直線偏光の方向が定ま
るので、この方向によって図示Ａ，Ｂに示すように反射
光が偏光板１５０を透過するか偏光板１５０に吸収され
るかが決まる。したがって、液晶に対する電界印加状態
により各画素領域Ｇ毎に表示状態を制御することができ
る。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来の
液晶表示装置１００においては、図７に示すように、素
子基板である前面側基板１１０の内面上に構成された画
素電極１１４によって画成される画素領域Ｇがマトリク
ス状に配列されている。この画素領域Ｇを含む単位領域
Ｓには、画素領域Ｇの周囲に、上記配線下地部１１２ａ
及び上記配線部１１３ａの形成領域以外の部分である、
透光性を有する周辺領域が存在するので、画素領域Ｇの
液晶に対する電界印加状態に拘わらず常にこの周辺領域
から反射光が視認されることとなり、この周辺領域の光
漏れに起因して液晶表示のコントラストが実質的に低下
するという問題点がある。
【０００８】ここで、上記前面側基板１１０や背面側基
板１２０に黒色の遮光層（ブラックマトリクス層）を樹
脂等によって形成する場合があるが、この場合には、遮
光層を形成するための塗布・パターニング（フォトリソ
グラフィ）工程が別途必要になるため、製造過程が複雑
になりコスト上昇を招く。また、この遮光層を背面側基
板上のカラーフィルタを構成する異なる色相を呈する着
色層１２２同士を重ね合わせることによって構成する方
法も知られているが、この方法では着色層１２２の重な
りによって基板内面に大きな凹凸構造が形成されるの
で、液晶セル構造のセルギャップにばらつきが生じる恐
れがある。
【０００９】そこで本発明は上記問題点を解決するもの
であり、その課題は、遮光層を形成することによりコン
トラストを向上させた液晶表示装置を提供することにあ
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り、また、遮光層を形成するための製造コストを極力抑
制することのできる新規の製造方法を実現することにあ
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明の液晶表示装置は、前面側及び背面側基板と、
該前面側及び背面側基板の間に配置された液晶層とを備
え、前記液晶層とその両側に配置された電極とからなる
複数の画素領域を有し、前記前面側及び背面側基板の一
方には、その内面上に形成された表面構造中に設けられ
た前記電極に接続された能動素子を備え、前記能動素子
は第１導電体と第２導電体とが絶縁膜を介して接合され
た構造を有し、前記第１導電体と同一層により形成され
前記画素領域間に配置された遮光層が設けられているこ
とを特徴とする。
【００１１】この発明によれば、能動素子を構成する第
１導電体と同一層により形成された遮光層が形成されて
いることにより、能動素子を形成する工程にて遮光層を
形成することができるので、遮光層を形成するための別
工程を設ける必要がないことから、製造コストの増大を
招くことなく画素領域間の周辺領域を遮光することがで
きる。能動素子としては、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
等の３端子非線形素子と、ＴＦＤ（薄膜ダイオード）等
の２端子非線形素子とが挙げられる。
【００１２】特に、第１導電体としてＴａを用い、Ｔａ
層を形成した後、Ｔａ層の表面に陽極酸化法を用いて絶
縁膜を形成し、その上に上記第２導電体を形成すること
によってＭＩＭ（金属－絶縁体－金属）構造を有する２
端子非線形素子を形成する場合に、陽極酸化法において
使用される通電パターンの少なくとも一部を遮光層とし
て残したものであることが望ましい。
【００１３】本発明において、前記遮光層は、前記表面
構造中に設けられた前記電極及びこれに接続された配線
に対して絶縁層を介して絶縁されていることが好まし
い。遮光層と電極及び配線とが絶縁層を介して絶縁され
ていることにより、絶縁層を形成する工程が必要になる
ものの、遮光層のパターン形状と電極及び配線のパター
ン形状との間の制約がなくなるため、パターン形成上の
自由度が増大し、また、遮光面積を増加させることが可
能になる。ここで、前記絶縁層が透明であれば絶縁層を
画素領域内にも形成できる。
【００１４】本発明において、前記遮光層は、前記電極
の外縁部に対して平面的に重なり合うように形成されて
いることが好ましい。電極の外縁部と遮光層とが平面的
に重なり合っていることにより、光漏れを防止し、実質
的な開口率を高めることができる。
【００１５】本発明において、前記遮光層と前記配線と
が少なくとも一部において前記絶縁層を介して重なり合
うように形成されていることが好ましい。遮光層と配線
とが少なくとも一部において絶縁層を介して重なり合う
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ように形成されていることにより、配線の存在による遮
光層の形成範囲の制約がなくなる。
【００１６】本発明において、前記遮光層は、前記画素
領域に対応する所定位置で分割された平面パターンにて
形成されていることが好ましい。画素領域に対応する所
定位置で分割された平面パターンにて遮光層が形成され
ていることにより、遮光層を介した隣接画素への電気的
影響を低減することができる。
【００１７】本発明において、前記遮光層は、前記画素
領域の周囲に形成された部分が隣接する他の画素領域の
周囲に形成された部分に対して分離された平面パターン
にて形成されていることが好ましい。これにより、遮光
層を介した隣接画素間の電気的影響をほとんどなくすこ
とができる。ここで、画素領域の周囲に形成された遮光
部分が全周にわたって隣接する画素領域の周囲に形成さ
れた遮光部分に対して分離されていることによって、隣
接画素領域間の電気的結合度合をさらに低減できる。
【００１８】本発明において、前記所定位置を前記配線
が平面的に覆うように構成されていることが好ましい。
遮光層が分割されている所定位置を配線が平面的に覆っ
ているため、遮光層の欠損部位における光漏れを防止す
ることができる。
【００１９】本発明において、前記絶縁層及び前記液晶
層の背面側に配置され、前記画素領域から入射する光を
反射する反射面を有し、前記絶縁層は、前記画素領域内
にも形成された透明絶縁層であるとともに透過光に対す
る光散乱機能を有することが好ましい。画素領域内にも
形成された透明絶縁層が光散乱機能を有するため、入射
光及び反射光を適宜に散乱させて出射させることが可能
になるから、表示画面への背景の映りこみや照明光等に
起因する幻惑を防止することが可能になる。また、この
透明絶縁層を形成することにより、液晶層の背後に設け
られた反射面を粗面化したり、別途の光散乱層を形成す
る必要がなくなるので、製造工程を簡略化することがで
きる。
【００２０】この場合に、前記遮光層は前記前面側基板
の内面上に形成された反射性遮光層であり、前記前面側
基板の前面側には複屈折手段及び偏光手段が配置されて
いることが好ましい。
【００２１】次に、本発明の液晶表示装置の製造方法
は、前面側及び背面側基板と、該前面側及び背面側基板
の間に配置された液晶層と、前記前面側及び背面側基板
の一方の内面上に形成された第１導電体と第２導電体と
が絶縁膜を介して接合されてなる能動素子とを備え、前
記液晶層とその両側に配置された電極とからなる複数の
画素領域を有する液晶表示装置の製造方法において、前
記第１導電体を形成する際に、前記第１導電体と同一層
の部分を前記画素領域間に配置された遮光層として分離
形成することを特徴とする。
【００２２】本発明において、前記遮光層の表面上に絶
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縁層を形成し、該絶縁層の表面上に前記能動素子が接続
された配線を形成することが好ましい。
【００２３】本発明において、前記第１導電体を形成す
る際に、前記遮光層を、前記画素領域に対応する所定位
置にて分割した平面パターンに形成することが好まし
い。
【００２４】本発明において、前記第１導電体及びこれ
に通電するための通電路が相互に接続されてなる通電パ
ターンを形成する工程と、前記通電路を介して前記第１
導電体の表面を陽極酸化して前記絶縁膜を形成する工程
と、その後、前記通電パターンから前記第１導電体と前
記遮光層とを分離形成する工程とを有することが好まし
い。通常、通電パターンの通電路は陽極酸化後には使用
されない部分となるので、予め通電パターンを遮光層に
適した平面形状に形成しておき、この通電パターンから
遮光層を形成することによって、工程数を増加させずに
遮光層を形成できる。
【００２５】本発明の液晶表示装置及び製造方法として
は、特に、前面側基板の前面側に複屈折手段及び偏光手
段が配置され、前面側基板の内面上に上記能動素子が形
成されたものであることが好ましい。前記液晶層の背面
側に配置され、前記画素領域から入射する光を反射する
反射面を有する反射型の液晶表示装置を構成する場合に
本発明は特に有効である。なお、反射面が前記背面側基
板の内面上に反射面が形成されていることが望ましい。
このような１枚偏光板方式の反射液晶表示装置を構成す
る場合には、偏光手段として直線偏光子を、複屈折手段
として１／４波長板を用いることにより反射性遮光層に
よって反射された反射光をほぼ完全に遮断することがで
きるため、黒色の表示部分を従来装置よりも黒くするこ
とができ、コントラストを大きく改善できる。上記反射
面としては、単なる反射層によって構成してもよく、ま
た、スリット又は開口を有する反射層によって構成して
もよく、或いは上述の反射偏光板によって構成しても構
わない。
【００２６】
【発明の実施の形態】次に、添付図面を参照して本発明
に係る液晶表示装置及びその製造方法の実施形態につい
て詳細に説明する。
【００２７】［第１実施形態］図１は本発明に係る液晶
表示装置の第１実施形態における前面側基板の内面構造
を示す概略透視平面図であり、図２は同第１実施形態の
概略縦断面図である。
【００２８】図２に示すように、本実施形態の液晶表示
装置２００は前面側基板２１０と背面側基板２２０との
間に液晶層２３０が配置されてなる。前面側基板２１０
の外面上には位相差板２４０と偏光板２５０が順次配置
されている。ここで、位相差板２４０はπ／２の移相子
（１／４波長板）であり、偏光板２５０は直線偏光子で
ある。
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7
【００２９】前面側基板２１０の内面上には、酸化Ｔａ
からなる下地層２１１がほぼ全面的形成されている。こ
の下地層２１１は後述する上層構造の密着性を向上させ
るため、並びに、基板から当該上層構造への不純物の拡
散を防止するために設けられる。下地層２１１の上には
Ｔａ層２１２が形成されている。図１に示すように、こ
のＴａ層２１２には、反射性遮光部２１２ａと、この反
射性遮光部２１２ａに対して分離された島状の素子形成
部２１２ｂとが設けられている。Ｔａ層２１２の表面に
は酸化Ｔａ（Ｔａ

2
Ｏ
5
）からなる薄い絶縁膜（図示せ

ず）が形成されている。
【００３０】反射性遮光部２１２ａは、マトリクス状に
配列された画素領域の間を埋めるように格子状の平面パ
ターンを有し、その格子形状の交差点位置にてＸ字状に
形成されたスリット（欠損部）２１２ｘと、後述するＭ
ＩＭ素子の近傍に形成されたスリット（欠損部）２１２
ｙとが設けられ、これらのスリット２１２ｘ、２１２ｙ
によって反射性遮光部２１２ａが複数に分割されてい
る。上記スリット２１２ｘ，２１２ｙは画素領域に対応
して、すなわち各画素領域の周囲に必ず対応するスリッ
トが存在するように、形成されている。
【００３１】また、上記Ｔａ層２１２の上には、アクリ
ル樹脂、ＳｉＯ

2
等の透明な絶縁層２１７が基板のほぼ

全面に形成されている。この絶縁層２１７には、画素領
域毎に上記素子形成部２１２ｂを露出させる開口部２１
７ａ，２１７ｂが設けられている。
【００３２】絶縁層２１７の上にはＣｒ層２１３が形成
されている。このＣｒ層２１３には、画素領域の配列方
向に沿った図１の上下方向に伸びる配線部２１３ａと、
この配線部２１３ａに接続され画素領域毎に突出し、上
記素子形成部２１２ｂの表面に交差するように形成され
た素子接続部２１３ｂと、上記素子形成部２１２ｂの表
面上に交差するように形成された素子連結部２１３ｃと
が設けられている。素子接続部２１３ｂは上記開口部２
１７ａを通して素子形成部２１２ｂに接合され、素子連
結部２１３ｃは上記開口部２１７ｂを通して素子形成部
２１２ｂに接合されている。
【００３３】配線部２１３ａは、反射性遮光部２１２ａ
に対して絶縁層２１７を介して平面的に重なるように形
成され、反射性遮光部２１２ａに形成されたスリット２
１２ｘ，２１２ｙの直上位置において拡幅された被覆部
２１３ｄ，２１３ｅを備えている。これらの被覆部２１
３ｄ，２１３ｅは、スリット２１２ｘ，２１２ｙが形成
されていることによって生じた光透過領域のほとんどを
光学的に覆うように形成されている。
【００３４】さらに、素子連結部２１３ｃの表面上に接
合したＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等の透明導電体から
なる画素電極２１４が形成されている。この画素電極２
１４の形成された平面領域は実質的な画素領域を画成す
る。画素領域２１４の外縁部は反射性遮光部２１２ａの
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周縁部に対して平面的に重なるように構成されている。
【００３５】本実施形態では、Ｔａからなる素子形成部
２１２ｂと、Ｃｒからなる素子接続部２１３ｂとが素子
形成部２１２ｂの表面に薄く形成された絶縁膜を介して
接合することにより金属－絶縁体－金属（ＭＩＭ）構造
が構成され、また、Ｔａからなる素子形成部２１２ｂ
と、Ｃｒからなる素子連結部２１３ｃとが同様に絶縁膜
を介して接合することにより同様のＭＩＭ構造が構成さ
れている。これらの両ＭＩＭ構造は配線部２１３ａと画
素電極２１４との間において直列に接続されている。各
ＭＩＭ構造はそれぞれ２端子非線形素子を構成する。
【００３６】前面側基板２１０の内面上に設けられた上
記構造には、透明なＳｉＯ

2
やＴｉＯ

2
等からなる比較的

硬質のオーバーコート層２１５が形成される。このオー
バーコート層２１５は、液晶セルの内部に異物が混入し
た場合に前面側基板の内面構造と背面側基板の内面構造
とが異物によって電気的に短絡し、表示欠陥が発生する
ことを防止するためのものである。オーバーコート層２
１５の上にはポリイミド樹脂等を塗布し焼成してなる配
向膜２１６が形成され、その表面には予め定められた方
向にラビング布等によってラビング処理が施されてい
る。
【００３７】一方、背面側基板２２０の内面上にはＡｌ
等からなる反射層２２１が形成される。この反射層２２
１は、液晶表示に背景の映り込みや照明光による幻惑が
生じないように、反射光を適度に散乱させることのでき
る反射面が設けられている。例えば、背面側基板２２０
の表面を適宜の方法（機械的研磨、サンドブラスト、化
学的エッチング等）によって凹凸形状とし、その上に上
記反射層２２１を形成することによって粗面化された反
射面を得ることができる。また、背面側基板２２０の表
面上に樹脂粒等を配置し、これを加熱して軟化させるこ
とにより基板表面に凹凸形状を形成し、この上に上記反
射層２２１を形成してもよい。さらに、透明樹脂等の媒
質中に屈折率の異なる樹脂球等の粒子を分散させてなる
光散乱層を反射層２２１の表面上に形成してもよい。
【００３８】反射層２２１の表面上には公知の方法で染
料や顔料等を分散させた透明樹脂等からなる着色層２２
２が形成される。着色層２２２には複数の異なる色調を
呈するもの（例えばＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青））が
あり、これらは色調毎に所定態様で配列される。着色層
２２２の上にはアクリル系樹脂等からなる透明な保護膜
２２３が形成される。この保護膜２２３は着色層２２２
への異物侵入や化学的侵食を防止するとともに背面側基
板の内面を平坦化するためのものである。これらの複数
の着色層２２２と保護膜２２３はカラーフィルタを構成
する。
【００３９】上記カラーフィルタの上には、ＩＴＯ等の
透明導電体からなり、上記配線部２１３ａの延在方向と
直交する方向に伸びるように形成されたストライプ状の
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複数の透明電極２２４が形成されている。各透明電極２
２４は、液晶セル構造が形成された状態で上記画素電極
２１４と対向するようになっている。透明電極２２４の
上にはポリイミド樹脂等を塗布し焼成させてなる配向膜
２２４が形成され、配向膜２２４の表面には上記と同様
にラビング処理が施されている。
【００４０】上述のような内面構造が形成された前面側
基板２１０と背面側基板２２０とは図示しないシール材
を介して貼り合わせられ、所定の基板間隔を保った状態
で基板間に液晶が注入され封止されることにより上記液
晶層２３０が形成される。
【００４１】本実施形態の液晶表示装置２００におい
て、図２のＡ，Ｂに示すように、外光が入射して反射層
２２１にて反射した反射光がそのまま偏光板２５０から
出射するか否かを、液晶層２３０に対する電界印加状態
に応じて画素領域毎に制御することができる。これは上
記従来例と基本的に同様である。
【００４２】本実施形態においては、画素領域間に反射
性遮光部２１２ａが形成されていることにより、画素領
域間の周辺領域を遮光することができる。すなわち、図
２に示すように、外光が偏光板２５０に入射すると所定
方向の直線偏光になり、この直線偏光は、遅延軸が偏光
板２５０の透過偏光軸に対して斜めに設定された位相差
板２４０を透過することにより例えば右回りの楕円偏光
になり、反射性遮光部２１２ａにて反射される。反射光
は入射光に対して位相関係が逆転し上記の場合左回りの
楕円偏光になるので、再び位相差板２４０を通過するこ
とによって上記入射光とは直交する方向の振動面を有す
る直線偏光となり、これは偏光板２５０において吸収さ
れ、外部へは射出されない。
【００４３】したがって、液晶表示装置の液晶表示領域
のうち上記反射性遮光部２１２ａが形成された周辺領域
からは光が出射せず黒色となることから、特に黒色の表
示部分の明度をさらに低下させることができ、その結
果、表示のコントラストを高めることができる。
【００４４】図５は、上記液晶表示装置２００の製造方
法のうち、前面側基板２１０の内面上の表面構造の形成
工程について示す概略平面図である。前面側基板２１０
の内面上にはＴａをスパッタリング法等によって全面的
に被着させ、フォトリソグラフィ法によって図５（ａ）
に示す原パターン２１２Ａを形成する。この原パターン
２１２Ａに対して陽極酸化法によってＴａの表面を酸化
し、酸化Ｔａ（Ｔａ

2
Ｏ
5
）からなる薄い絶縁膜（図示せ

ず）を形成する。陽極酸化時においては原パターン２１
２Ａが通電パターンとなり、ここに電解液の電位を基準
とした所定電圧を加えた状態で基板を電解液中に浸漬
し、電解作用によってパターンの表面に薄い絶縁膜を形
成する。
【００４５】次に、図５（ｂ）に示すように、エッチン
グ等を施すことによって原パターン２１２Ａの一部を除
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去し、反射性遮光部２１２ａと、素子形成部２１２ｂと
を分離した状態に形成する。このとき、反射性遮光部２
１２ａには上記スリット２１２ｘ，２１２ｙを同時に形
成する。
【００４６】次に、上記Ｔａのパターン上に図示しない
上記絶縁層２１７を全面的に形成し、パターニングによ
って絶縁層２１７に開口部２１７ａ，２１７ｂを形成す
る。その後、その上にさらにスパッタリング法等によっ
てＣｒを堆積し、フォトリソグラフィ法等によってパタ
ーニングを行うことにより、被覆部２１３ｄ及び２１３
ｅを備えた配線部２１３ａ、素子接続部２１３ｂ並びに
素子連結部２１３ｃを形成する。このとき、素子接続部
２１３ｂ及び素子連結部２１３ｃは開口部２１７ａ，２
１７ｂを通して上記素子形成部２１２ｂ上に接合され
る。最後に、ＩＴＯ等の透明導電体をスパッタリング法
等により被着させ、パターニングによって素子連結部２
１３ｃに導電接続する画素電極２１４を形成する。
【００４７】本実施形態においては、Ｔａ層２１２の一
部により反射性遮光部２１２ａを形成することによって
画素領域間を遮光することができるため上述のようにコ
ントラストを向上させることができるとともに、この反
射性遮光部２１２ａは製造工程を何ら追加することな
く、金属層のパターン形状を変更するだけで形成するこ
とができるので、製造コストの上昇を抑制できる。
【００４８】また、この反射性遮光部２１２ａは配線部
２１３ａ、ＭＩＭ素子及び画素電極２１４に対して絶縁
されているため、反射性遮光部２１２ａを介した隣接す
る画素領域への電気的影響を低減できる。特に、反射性
遮光部２１２ａには画素領域に対応したスリット２１２
ｘ，２１２ｙが形成されているので、反射性遮光部２１
２ａを介して隣接する画素領域へ電気的な影響が加わる
ことを抑制することができる。
【００４９】本実施形態の反射性遮光部２１２ａは、画
素電極２１４が形成された画素領域の周りを取り囲むよ
うに形成されている。より具体的には、反射性遮光部３
１２ａが画素領域の周囲の領域をほぼ全て埋め尽くすよ
うに格子状に形成されている。本実施形態では、配線部
２１３ａと反射性遮光部２１２ａとが絶縁層２１７を介
して重なるように形成されているので、反射性遮光部２
１２ａが配線部２１３ａと平面的に分離されている必要
はなく、絶縁層２１７によって絶縁が確保されているた
めに平面的に重なるように構成できる。したがって、こ
の実施形態では、絶縁層２１７を形成し、そこに開口部
２１７ａ，２１７ｂを形成するための工程が必要となる
が、配線部２１３ａと反射性遮光部２１２ａとの間に隙
間を設けなくて良いので、パターン設計の自由度が高ま
り、設計がしやすくなり歩留まりの向上も期待できる。
また、遮光領域を増加させることができるため画素領域
の周辺の領域をより確実に遮光することができる。
【００５０】絶縁層２１７を介して反射性遮光部と配線
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層等とを絶縁分離することができるので、とともに各層
のパターン形状に対する自由度が増大するので、なお、
本実施形態は反射層２２１を用いた反射型の液晶表示装
置であるが、反射層２２１にスリット等の開口部を画素
領域毎に設け、背面側基板２２０の背後にバックライト
を配した半透過型の液晶表示装置を構成してもよい。ま
た、半透過型の液晶表示装置としては、反射層の代わり
に反射偏光板（所定方向の振動面を有する偏光成分を透
過し、別の方向の振動面を有する偏光成分を反射するよ
うに構成されたもの）を配置してもよい。さらにまた、
透過型の液晶表示装置においても、上記の反射性遮光部
２１２ａは従来のブラックマトリクス層と同様の遮光性
を有するので、必ずしも反射型の液晶表示装置に限ら
ず、広く各種の液晶表示装置に適用することができる。
【００５１】［第２実施形態］次に、図３を参照して本
発明に係る第２実施形態について説明する。この実施形
態の液晶表示装置は、上記の第１実施形態とほぼ同様の
反射型の液晶表示装置であり、異なる点はＴａ層２１
２’及びＣｒ層２１３’の平面パターンのみであるの
で、他の同一部分には同一符号を付し、それらの説明は
省略する。
【００５２】この実施形態において、Ｔａ層２１２’に
は反射性遮光部２１２’ａ及び素子形成部２１２’ｂが
設けられている。素子形成部２１２’ｂは第１実施形態
と同様である。一方、反射性遮光部２１２’ａには、第
１実施形態と同様のスリット２１２’ｘ，２１２’ｙに
加えて、さらに図示上下方向に伸びるスリット２１２’
ｚが設けられている。
【００５３】また、Ｃｒ層２１３には第１実施形態と同
様に配線部２１３’ａ、素子接続部２１３’ｂ及び素子
連結部２１３’ｃが設けられ、配線部２１３’ａには幅
広の被覆部２１３’ｄ及び２１３’ｅが形成されている
が、配線部２１３ａのうち被覆部２１３’ｄ及び２１
３’ｅ以外の部分が第１実施形態よりもやや幅広に形成
され、当該部分によってスリット２１２’ｚが完全に覆
われるように構成されている。
【００５４】本実施形態では、或る画素領域の周囲に形
成された図示縦方向に伸びる反射性遮光部２１２’ａの
部分の中央部にその延長方向に伸びるスリット２１２’
ｚが形成されているので、反射性遮光部２１２’ａを介
して図示横方向に隣接する画素領域間に生ずる電気的影
響を低減することができる。
【００５５】特に、上記第１実施形態と同様に本実施形
態においても画素電極２１４の外縁部が反射性遮光層２
１２’ａの周縁部に対して絶縁層２１７を介してではあ
るが平面的に重なり合っているので、絶縁層２１７を介
して対向する部分が容量素子として機能し、隣接する画
素領域間に電気的影響が生ずる。これに対して本実施形
態では、図示横方向に隣接する画素領域間の電気的結合
度合をスリット２１２’ｚによって弱めることができ
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る。
【００５６】本実施形態では、上記スリット２１２’ｚ
を配線部２１３’ａ自体が覆っているため、スリット２
１２’ｚを形成しても反射性遮光部２１２’ａによる遮
光面積を減ずることなく構成することができる。
【００５７】なお、図示縦方向に隣接する画素領域間の
電気的結合度合をも弱める目的で、図示の遮光部分２１
２’ｄの中央にその延長方向（図示横方向）に伸びるス
リットを設けてもよい。このようにすれば、或る画素領
域の周囲の遮光部分の全てが隣接する他の画素領域の周
囲に形成された遮光部分に対して電気的に絶縁されるこ
ととなるので、図示縦方向に隣接する画素領域間の電気
的結合度合をも弱めることができる。
【００５８】［第３実施形態］次に、図４を参照して本
発明に係る液晶表示装置の第３実施形態について説明す
る。この実施形態は透過型の液晶表示装置を構成するも
のであり、上記と同様の前面側基板３１０と背面側基板
３２０との間に液晶層３３０が挟持され、前面側基板３
１０の外側に偏光板３４０が配置され、背面側基板３２
０の外側に偏光板３５０が配置されている。ここで、例
えば液晶層３３０がＳＴＮモードの液晶層である場合に
は色補償のために前面側基板３１０と偏光板３４０との
間に位相差板（光学補償フィルム）等の複屈折手段を配
置してもよい。
【００５９】この実施形態においては、前面側基板３１
０の内面上に着色層３１１及び保護膜３１２からなるカ
ラーフィルタが形成され、このカラーフィルタ上にさら
に透明電極３１３及び配向膜３１４が形成されている。
また、背面側基板３２０の内面上には、上記第１及び第
２実施形態の前面側基板に形成されたものと同様の下地
層３２１、Ｔａ層３２２、絶縁層３２７、Ｃｒ層３２
３、画素電極３２４、オーバーコート層３２５及び配向
膜３２６がそれぞれ形成されている。この背面側基板３
２０の内面上に形成された表面構造は、基本的に上記第
１又は第２実施形態の図１又は図３に示された平面パタ
ーンと同様に構成されている。
【００６０】この実施形態は透過型の液晶表示パネルを
構成するものであるが、背面側基板３２０上に形成され
たＴａ層３２２の一部である反射性遮光層３２２ａが画
素領域間を遮光するので、上記第１及び第２実施形態と
同様にブラックマトリクス層を別途形成した場合と同様
の遮光効果を得ることができ、しかも別途ブラックマト
リクス層を形成する工程を不要とすることができる。ま
た、反射性遮光層３２２ａに上記第１及び第２実施形態
と同様のスリットを設けることにより、画素領域間の電
気的結合度合を低減し、高品位の表示画像を得ることが
できる。
【００６１】［第４実施形態］次に、図６を参照して本
発明に係る第４実施形態について説明する。本実施形態
の液晶表示装置４００は、上記第１又は第２実施形態と
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同一の前面側基板４１０、背面側基板４２０、液晶層４
３０、位相差板４４０及び偏光板４５０を備えている。
また、前面側基板４１０の内面上には、上記第２実施形
態と同様の下地層４１１、Ｔａ層４１２、Ｃｒ層４１
３、画素電極４１４、オーバーコート層４１５及び配向
膜４１６が形成されている。さらに、背面側基板４２０
の内面上には、上記第１又は第２実施形態と同様の反射
層４２１、着色層４２２、保護膜４２３、透明電極４２
４及び配向膜４２５が形成されている。
【００６２】本実施形態において、第１又は第２実施形
態において説明したものと同様に、Ｔａ層４１２とＣｒ
層４１３との間に絶縁層４１７が形成され、この絶縁層
４１７に形成された開口部４１７ａ，４１７ｂを通して
素子形成部４１２ｂと素子接続部４１３ｂ及び素子連結
部４１３ｃとが図示しない薄い絶縁膜を介して接合され
ている。
【００６３】本実施形態では、絶縁層４１７として、ア
クリル系樹脂等の透明樹脂の媒質中に、この媒質とは屈
折率の異なる別の透明樹脂からなる樹脂粒を分散させた
ものを形成している。媒質中に分散させるものは白色微
粒子などであっても構わない。この絶縁層４１７は、外
光である入射光及びこの入射光が反射層４２１にて反射
されてなる反射光を散乱させるため、反射層４２１の反
射面が鏡面であっても背景の映り込みや照明光に起因す
る幻惑を防止することができる。また、このような映り
込みや幻惑等の現象を防止するために反射層４２１に上
記第１実施形態で説明したような反射面の粗面化を施し
たり凹凸形状を設けたりする必要がなくなるため、製造
工程の工数を削減し、製造コストを低減することが可能
になる。
【００６４】絶縁層４１７に光散乱機能を与える方法と
しては、絶縁層４１７の表面を凹凸形状にする方法でも
よいが、上記のように絶縁層４１７中に異なる屈折率を
呈する物質を分散させたり、光を散乱させる微粒子を分
散させたりすることによって絶縁層４１７を平坦な層と
して構成することができる。
【００６５】なお、本実施形態は反射層４２１を用いた
反射型の液晶表示装置であるが、反射層４２１にスリッ
ト等の開口部を画素領域毎に設け、背面側基板４２０の
背後にバックライトを配した半透過型の液晶表示装置を
構成してもよい。また、半透過型の液晶表示装置として
は、反射層の代わりに反射偏光板（所定方向の振動面を
有する偏光成分を透過し、別の方向の振動面を有する偏
光成分を反射するように構成されたもの）を配置しても
よい。さらにまた、反射性遮光部４１２ａ、偏光板４５
０及び位相差板４４０によって反射光が射出されない構
造であれば、必ずしも反射型の液晶表示装置に限らず、
広く各種の液晶表示装置に適用することができる。
【００６６】以上説明した各実施形態においては、いず
れも画素電極がＩＴＯ等の透明導電体で形成されている*
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*が、背面側基板の内面上にて反射層と兼用されるＡｌ等
からなる反射電極として形成するなど、画素電極を反射
材料で構成してもよい。
【００６７】また、上記各実施形態はいずれも画素電極
の外縁部と反射性遮光部の周縁部とが平面的に全周にわ
たり重なり合っているが、画素電極と反射性遮光部とが
平面的に重なり合わないように形成してもよく、また、
画素電極の外縁部と反射性遮光部の周縁部とが一部にお
いてのみ重なり合っていても構わない。
【００６８】さらに、上記ＭＩＭ素子はＴａとＣｒとの
接合構造によって構成されているが、ＴａとＩＴＯとが
直接接合されたものなど、種々の接合構造を備えていて
もよく、また、能動素子としてはＴＦＴ素子など他の素
子構造を有するものであっても構わない。
【００６９】本発明の液晶表示装置及びその製造方法
は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得
ることは勿論である。
【００７０】
【発明の効果】以上、説明したように本発明によれば、
反射性遮光部を形成することによって表示のコントラス
トを向上できる。また、製造工程をいたずらに複雑化す
ることなく、製造コストの増大を抑制することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る液晶表示装置の第１実施形態にお
ける前面側基板の内面構造を示す透視平面図である。
【図２】第１実施形態の概略構造を示す概略縦断面図で
ある。
【図３】本発明に係る液晶表示装置の第２実施形態にお
ける前面側基板の内面構造を示す透視平面図である。
【図４】本発明に係る液晶表示装置の第３実施形態の概
略構造を示す概略縦断面図である。
【図５】第１実施形態の液晶表示装置の製造工程の一部
を示す工程説明図（ａ）～（ｃ）である。
【図６】本発明に係る液晶表示装置の第４実施形態の概
略構造を示す概略縦断面図である。
【図７】従来の液晶表示装置における前面側基板の内面
構造を示す平面図である。
【図８】従来の液晶表示装置の概略構造を示す概略縦断
面図である。
【符号の説明】
２００，３００，４００  液晶表示装置
２１０，３１０，４１０  前面側基板
２１１，３１１，４２１  下地層
２１２，２１２’，３１２，４２２  Ｔａ層
２１２ａ，，２１２’ａ，３１２ａ，４２２ａ  反射性
遮光部
２１２ｂ，２１２’ｂ，３１２ｂ，４２２ｂ  素子形成
部
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２１２ｘ，２１２ｙ，２１２’ｘ，２１２’ｙ，２１
２’ｚ  スリット
２１３，２１３’，３１３，４２３  Ｃｒ層
２１３ａ，２１３’ａ，３１３ａ，４２３ａ  配線部
２１３ｂ，２１３’ｂ，３１３ｂ，４２３ｂ  素子接続
部
２１３ｃ，２１３’ｃ，３１３ｃ，４２３ｃ  素子連結
部 *
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*２１３ｄ，２１３ｅ，２１３’ｄ，２１３’ｅ  被覆
部
２１４，３１４，４２４  画素電極
２２０，３２０，４２０  背面側基板
２２１，３２１  反射層
２２２，３２２，４２１  着色層
２２３，３２３，４２２  保護膜
２１７，３１７，４１７  絶縁層

【図１】 【図２】

【図４】
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